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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　循環法を使用してシリコン含有基材にアパーチャーをエッチングする方法であって、
　ａ．前記シリコン含有基材をフッ素含有エッチング流体でプラズマエッチングして、エ
ッチングされたシリコン含有基材を形成する工程と、
　ｂ．水素含有不飽和ポリマー堆積流体をプラズマ処理することによって、１：２より大
きいＣ：Ｆ比を有するＣａＨｂＦｃ種（ここで、ａ＝１または２、ｂ＝１または２、およ
びｃ＝１～３である）の総数の約５０％～約１００％を生じさせる工程と、
　ｃ．前記ＣａＨｂＦｃ種から、前記エッチングされたシリコン含有基材上にポリマーを
堆積させる工程と、
　ｄ．工程ａ～ｃを繰り返す工程と
を含む方法。
【請求項２】
　前記水素含有ポリマー堆積流体が、（Ｚ）－１，２，３，３，３－ペンタフルオロプロ
ペン、１，１，２，３，３－ペンタフルオロプロペン、１，１，３，３，３－ペンタフル
オロプロペン、１，２，３，３，３－ペンタフルオロプロペン、（Ｅ）－１，２，３，３
，３－ペンタフルオロプロペン、１，１，３，４，４，４－ヘキサフルオロブト－２－エ
ン；２，３，３，４，４，４－ヘキサフルオロ－１－ブテン；１，１，２，３，３，４，
４－ヘプタフルオロブト－１－エン、１，１，１，２，４，４，４－ヘプタフルオロ－２
－ブテン、およびシス－１，１，２，２，３，４－ヘキサフルオロシクロブタンからなる
群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記水素含有ポリマー堆積流体が、（Ｚ）－１，１，１，４，４，４－ヘキサフルオロ
－２－ブテン；（Ｅ）－１，１，１，４，４，４－ヘキサフルオロ－２－ブテン；トラン
ス－１，１，２，２，３，４－ヘキサフルオロシクロブタン；およびヘキサフルオロイソ
ブテンからなる群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記シリコン含有基材がシリコンである、請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項５】



(2) JP 2017-518645 A5 2018.6.7

　前記エッチング流体が、ＳＦ６、ＳＦ５ＣＦ３、ＳＦ４、ＰＦ３、Ｓｉ２Ｆ６、ＢＦ３

、ＣＦ３Ｉ、Ｃ２Ｆ５Ｉ、Ｃ３Ｆ７Ｉ、ＳＯＦ４、ＩＦ５、およびＣＯＦ２からなる群か
ら選択される、請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記エッチング流体が、ＳＦ６、ＳＦ４、ＰＦ３、Ｓｉ２Ｆ６、ＢＦ３、ＳＯＦ４、お
よびＩＦ５からなる群から選択される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記アパーチャーが約２：１～約１００：１の範囲のアスペクト比を有する、請求項１
ないし請求項３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記アパーチャーが約４０ｎｍ～約２０００μｍ（ミクロンまたはマイクロメートル）
の範囲の幅を有する、請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　シリコンエッチング方法が酸化シリコンよりも多くシリコンを選択的にエッチングする
、請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　シリコンエッチング方法が窒化シリコンよりも多くシリコンを選択的にエッチングする
、請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　不活性ガスを利用しない、請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　酸素含有ガスを利用しない、請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の方法。
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